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Classes : ISCA – S2 A-U : 25/26  

Matière : Composants électroniques  

On considère le circuit de la figure ci-contre 

1. Calculer les points de repos (IB0, IC0 et VCE0). 

2. Exprimer et tracer les droites : IC=f (VCE) et IB=f (VBE). 

3. Représenter les points de repos sur leurs droites. 

On donne : β=180, VBB=5 V, VCC=10 V, VBE=0,6 V, RB=10 kΩ, 

RC= RE=100 Ω. 

On considère le montage ci-contre avec un transistor NPN 

de gain en courant β=200 et la tension entre la base et 

l’émetteur VBE=0,7 V. 

1. Calculer les courants IB, IE et IC. 

2. Calculer les tensions UE et UC. 

3. Déduire la tension entre le collecteur et l’émetteur 

UCE. 

4. Calculer la tension entre le collecteur et la base UCB. 

Valeurs numériques : U=3,4 V, R1=4,7 KΩ, R2=2,7 KΩ, 

VCC=10 V. 

Un transistor NPN au Silicium est polarisé par pont de 

base selon le schéma ci-dessous. On donne β=100, 

VCC=10 V, VCE0=5 V, IC0=1 mA, VBE0=0,7 V et l’intensité du 

courant dans la résistance RB2 égale 0,1 mA. 

1. Calculer les résistances nécessaires à la 

polarisation d’un transistor NPN. 

2. Donner l’expression de la droite de charge statique 

IC0=f (VCE0). 

3. Déterminer le point de saturation et le point de 

blocage. 

4. Tracer la droite de charge. 
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